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Die folgenden Angaben sind dan vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Flussigkristallanzeigevorrichtung und Herstellungsverfahren dafur 

(57) LCD und Herstellungsverfahren dafur, welches beim 
Herstellen eines aktiven Paneels einer LCD die Leitungs- 
unterbrechungen eines eine Pixel-Elektrode (153) ausbil- 
denden, leitenden Materials, welche durch Einkerbungen 
verursacht werden, vermeidet und ein, wahrend des Atz- 
prozesses ausgebildetes, gestuftes Profil eliminiert. Die 
Materialien zum Ausbilden einer Gate-lsolierschlcht, ei- 
ner Halbleiterschicht, einer mit Fremdatomen dotierten 
Halbleiterschicht sowie Source-Elektroden und Drain- 
Elektroden werden aufeinanderfolgend auf ein Substrat 
aufgetragen. Dann werden die Halbleiterschicht und die 
Gate-lsolierschicht slmultan ausgebildet. Jedoch fuhrt 
dieses Verfahren zu einem stark gestuften Profil, welches 
durch simultanes Abatzen der Materialien unterhalb der 
Source-Elektrode und der Drain-Elektrode wahrend des 
1 Schrittes des Ausbildens der Source-Elektrode und der 
, Drain-Elektrode verursacht wird. Dadurch treten Lei- 
I tungsunterbrechungen aufgrund des gestuften Profils 
wahrend des Ausbildens einer Prxel-Elektrode auf. Urn 
dieses Problem zu vermeiden, wird eine aus organlschem 
Materia] hergestellte Schutzschlcht (139) auf der resultie- 
renden Oberflache des Substrats (111) vor dem Schritt 
des Ausbildens der Pixel-Elektrode (153) ausgebildet, wo- 
durch eine glatte Oberflache erzielt wird und die Leitungs- 
unterbrechungen eliminiert werden. 



137 177 



123a 119q 121a 



BUNDESDRUCKEREI 07.98 802 039/875/1 



23 



DE 198 11 

1 

Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Aktivmatrix-Fliissigkristall- 
Anzeigevorrichtung (AMLCD) mit Dunnschichttransisto- 
ren und Pixelelektroden, welche an die Dunnschichttxansi- 5 
storen angeschlossen und zu einer Matrix angeordnet sind, 
insbesondere ein einfaches Herstellungsverfahren fur ein 
aktives Paneel einer AMLCD, mit dem die Defekte in dem 
aktiven Paneel verringert werden konnen. 

Unter verschiedenen Anzeigevorrichtungen zum Anzei- lO 
gen von Bildem auf einem Bildschirm sind Dunnschicht- 
Rachpaneelanzeigevorrichtungen weit verbreitet, weil sie 
relativ diinn und leicht sind. 

Riissigkristall- Anzeigevorrichtungen (LCD's) werden in- 
tensiv entwickelt und erforscht, weil sie eine ausreichend 15 
hohe Auflosung und eine ausreichend schnelle Reaktions- 
zeit zum Anzeigen von bewegten Bildem aufweisen. 

Das Prinzip der Riissigkristallanzeigevorrichtung beruhi 
auf optischer Anisotropie und Polaristaionseigenschaften 
von Russigkristallmaterialien. Durch diese Eigenschaften 20 
kann die Richtung, in welcher die Riissigkristallmolekule 
ausgerichtet sind, durch Anlegen eines extemen elektri- 
schen Feldes gesteuert werden. Abhangig von der Ausrich- 
tung der Riissigkristallmolekule wird Licht entweder durch 
die Riissigkristallmolekule hindurchgelassen oder nicht. 25 
Eine LCD nutzt efifektiv dieses charakteristische Verhalten 
von Flussigkristallmaterial. 

KiirzUch erhielten AMLCDs, welche zu einer Matrix an- 
geordnete TFTs und Pixelelektroden aufweisen, groBe Auf- 
merksainkeit, weil sie eine gute Bildqualitat haben und na- 30 
tiirliche Farben Hefem. 

Im folgenden wird der Aufbau einer konventionellen 
LCD beschrieben. Die konventionelle LCD weist zwei Pa- 
neele mit jeweils vielen darauf angeordneten Elementen und 
eine zwischen den beiden Paneclen ausgebildete Riissigkri- 35 
stallschicht auf. Das erste Paneel (oder Farbfilterpaneel) 
weist rote (R), griine (G) und blaue (B) Farb filter auf, wel- 
che auf einem transparenten Substrat des ersten Paneels ent- 
sprechend den Pixeln der LCD aufeinanderfolgend angeord- 
net sind und mit einer Matrix von Pixeln zusammenwirken, 40 
wobei jedem Pixel jeweils eine Gruppe von diesen drei Fil- 
tem, d. h. jeweils ein roter (R), ein gruner (G) und ein blauer 
(B) Farbfilter zugeordnet ist. Zwischen diesen Farbfilter- 
gruppen ist eine schwarze Matrix angeordnet. Auf den Farb- 
filtem ist eine gemeinsame Elektrode ausgebildet. 45 

Das zweite Paneel (oder aktive Paneel) weist eine Mehr- 
zahl von Pixelelektroden auf, welche auf einem transparen- 
ten Substrat an den Pixeln der LCD entsprechenden Positio- 
nen ausgebildet sind. Das erste Paneel und das zweite Pa- 
neel sind derart zusammengefijgt, daB die Mehrzahl von Pi- 50 
xelelektroden der Mehrzahl von Farbfiltem zugewandt ist. 
Eine Mehrzahl von Signalbusleitungen erstreckt sich in der 
Zeilenrichtung der Pixelelektroden. Eine Mehrzahl von Da- 
tenbusleitungen erstreckt sich in der Spaltenrichtung der Pi- 
xelelektroden. In einem Eckbereich der Pixelelektrode ist 55 
ein Diinnschichttransistor ausgebildet, um ein elektrisches 
Signal an das Pixel anzulegen. Die Gateelektrode des Diinn- 
schichttransistors ist an eine entsprechende Signalbuslei- 
tung (d. h. Gatebusleitung) angeschlossen und die Sourcee- 
lektrode des Dtinnschichttransistors ist an eine entspre- 60 
chende Datenbusleitung (d. h. Sourcebusleitung) ange- 
schlossen. Die Endbereiche der Gatebusleitungen und die 
der Sourcebusleitungen weisen Anschliisse (Pads) auf, um 
extern angelegte elektrische Signale aufzunehmen. 

Das oben beschriebene erste und das zweite Paneel wer- 65 
den miteinander verbunden und einander zugewandt ange- 
ordnet, wobei sie einen vorbestimmten Ab stand (Zellen- 
spalt) voneinander aufweisen und ein Riissigkristallmaterial 
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in den Zellenspalt zwischen die beiden Paneele injiziert 
wird. 

Der HerstellungsprozeB fiir das konventionelle Riissig- 
kristallpaneel ist ziemlich kompliziert und erfordert mehrere 
untcrschiedliche Herstellungsschritte. Insbesondere das ak- 
tive Paneel mit Diinnschichttransistoren und Pixelelektro- 
den erfordert viele Herstellungsschritte. Deswegen besteht 
ein Bedarf, das Herstellungsverfahren zu vereinfachen, um 
die moglichen Defekte, welche wahrend der Herstellung des 
aktiven Paneels auftreten konnen, zu verringem, und um 
den Aufwand und die Schwierigkeiten, welche die Herstel- 
lung der Riissigkristallanzeigc mit sich bringt, zu verrin- 
gem. 

Ein herkommliches Herstellungsverfahren fur ein aktives 
Paneel einer AMLCD wird nachfolgend, bezogen auf den 
MaskierungsprozeB, beschrieben. Fig. 1 zeigt eine vergro- 
Berte Draufsicht auf einen Abschnitt eines aktiven Paneels 
einer AMLCD und die Fig. 2a bis 2f zeigen Schnittansich- 
ten wahrend der Herstellungsschritte des aktiven Paneels 
entlang der Linie II-II in Fig. 1. 

Ein erstes Me tall wird durch Vakuumbedampfen auf ein 
Substrat 11 aufgetragen und strukturiert, um eine Gate-Elek- 
trode 13, eine Gate-Busleitung 15 und ein Gate- Pad 17 in ei- 
nem ersten Maskierungsschritt auszubilden (Fig. 2a). 

Ein Isoliermaterial 19a, wie Siliziumnitrid oder Silizium- 
oxid, ein intrinsisches Halbleitermaterial 21a, ein mit 
Fremdatomen dotiertes Halbleitermaterial 23a und ein zwei- 
tes Metall werden aufeinanderfolgend durch Vakuumbe- 
dampfen auf der resulderenden Oberflache des Substrates 
einschlieBlich des ersten Metalls aufgetragen und das zweite 
Met^^^^iri^gakturiert, um eine Source-Elektrode 33, eine 
Drain-Elektfbde 43, eine Source-Busleitung 35 urid ein 
Source-Pad 37 in einem zweiten Maskierungsschritt auszu- 
bilden (Fig. 2b). 

Der freiliegende Bereich des mit Fremdatomen dotierten 
Halbleitermaterials 23a wird entfemt, um eine dotierte 
Halbleiterschicht 23 auszubilden, wobei die Source-Elek- 
trode 33, die Drain-Elektrode 43, die Source-Busleitung 35 
und das Source-Pad 37 als Masken verwendet werden. Dies 
dient zum voUstandigen Entfemen der freiliegenden Berei- 
che des mit Fremdatomen dotierten Halbleitermaterials 23a. 
Eine zusatzliche Maske ist fiir diesen Schritt nicht erforder- 
Uch (Fig- 2c). 

Dann werden Bereiche des Isoliermaterials 19a und Be- 
reiche des intrinsischen Halbleitermaterials 21a zusammen 
selektiv entfemt, um eine Gate-Isolierschicht 19 und eine 
Halbleiterschicht 21 in einem iiber der Gate-Elektrode 13 
befindlichen akdven Bereich in einem dritten Maskierungs- 
schritt auszubilden. Gleichzeitig werden das Isoliermaterial 
19a und das Halbleitermaterial 21a, welche die Gate-Buslei- 
tung 15 und das Gate-Pad 17 bedecken, vollstandig entfernt, 
wohingegen das Isoliermaterial 19a und das halbleitende 
Material 21a unter der Source-Busleitung 35 und dem 
Source-Pad 37 verbleiben (Fig. 2d). 

Durch Auftragen eines Isoliermaterials, wie Siliziumni- 
trid oder Siliziumoxid wird eine anorganische Schutzschicht 
39 auf der resultierenden Oberflache des Substrates, ein- 
schlieBlich der Source-Elektrode 33 der Drain-Elektrode 43 
des Gate-Pads 17 und des Source-Pads 37 ausgebildet. Dann 
wird die anorganische Schutzschicht 39 strukturiert, um ein 
Drain-Kontaktloch 61, ein Gate-Pad-Kontaktloch 63 und 
ein Source-Pad- Kontaktloch 65 auszubilden, welche in ei- 
nem vierten Maskierungsschritt jeweils Bereiche der Drain- 
Elektrode 43, des Gate-Pads 17 bzw. des Source-Pads 37 
freilegen (Fig. 2e), 

Indiumzinnoxid (ITO) wird durch Vakuumbedampfen auf 
der Schutzschicht 39 aufgetragen und in einem funften Mas- 
kierungsschritt strukturiert, um eine Pixel-Elcktrode 53, ci- 
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nen Gate-Pad- AnschluB 57 und einen Source-Pad- Anschlu 8 
77 auszubilden. Die Pixel-Elektrcxie 53 ist durch das Drain- 
Kontaktloch 61 hindurch an die Drain-Elektrode 43 ange- 
schlossen. Der Gate-Pad- AnschluB 57 ist durch das Gate- 
Pad-Kontaktloch 63 hindurch an das Gate-Pad 17 ange- 5 
schlossen. Der Source-Pad-AnschiuB 77 ist durch das 
Source-Pad-Kontaktloch 65 hindurch an das Source-Pad 37 
angeschlossen (Fig. 2f). 

Ferner konnen zusatzliche Maskierungsschritte erforder- 
lich sein, wenn das Gate-Pad 17 gemaB einem anderen Her- lO 
stellungsverfahren ausgebildet wird oder wenn andere, als 
die oben beschriebenen Elemente ausgebildet werden sol- 
len. 

Wahrend des HersteUens des herkommlichen aktiven Pa- 
neels tritt das Problem der Leitungsunterbrechung wahrend 15 
des Auftragens des Indiumzinnoxid zum Ausbilden der Pi- 
xel-Elektrode 53 auf, weil in dem Bereich, wo die Pixel- 
Elektrode 53 und die Drain-Elektrode 43 verbunden sind, 
ein gestuftes Profil vorhanden ist. Das gestufte Profit wird 
von der Drain-Elektrode 43 ausgebildet, welche sich uber 20 
den Rand der Halbleiterschicht 21, der dotierten Halbleiter- 
schicht 23 und der Gate-Isolierschicht 19 hinaus erstreckt 
(Fig, 3a und 3b). Wahrend des Atzprozesses (Fig, 2d) verur- 
sacht das gemeinsame selektive Abatzen des Halbleiterma- 
terials 21a und der Gate-Isolierschicht 19 ein Einkerben, 25 
welches das gestufte Profil hervorruft. Dadurch tritt Lei- 
tungsunterbrechung der Pixel-Elektrode 53 an einer mil LD 
markierten Stelle nahe an dem Rand der Drain-Elektrode 
(wie aus Fig. 3a ersichthch) auf. Die Leitungsunterbrechung 
der Pixel-EIektrode 53 fuhrt zu einer Verringerung der Pro- 30 
duktionsausbeute des aktiven Paneels. 

GemaB einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfin- 
dung weist ein Herstellungsverfahren eines aktiven Paneels 
fur eine LCD folgende Schritte auf: Ausbilden einer ersten 
leitenden Schicht durch Auftragen und Strukturieren eines 35 
ersten leitenden Materials auf einem Substrat; aufeinander- 
folgendes Auftragen eines ersten anorganischen Isolierma- 
terials, eines intrinsischen Halbleitermaterials, eines mit 
Fremdatomen dotierten Halbleitermaterials und eines zwei- 
ten leitenden Materials auf der resultierenden Oberflache 40 
des Substrates; Strukturieren des zweiten leitenden Materi- 
als und Strukturieren der dotierten Halbleiterschicht; Struk- 
turieren des Halbleitermaterials und des ersten anorgani- 
schen Isoliermaterials, um einen Bereich der ersten leiten- 
den Schicht und einen Bereich des Substrats freizulegen. 45 
Ausbilden einer organischen Schutzschicht mit einer Mehr- 
zahl von Kontaktausnehmungen zum Freilegen eines Be- 
reichs der ^sten leitenden Schicht und eines Bereichs der 
zweiten leitenden Schicht durch Auftragen und Strukturie- 
ren eines organischen Isoliermaterials auf der resultierenden 50 
Oberflache des Substrats einschlieBlich der zweiten leiten- 
den Schicht; und Ausbilden einer dritten leitenden Schicht, 
welche an einen Bereich der ersten leitenden Schicht und an 
einen Bereich der zweiten leitenden Schicht durch die Kon- 
taktausnehmungen hindurch angeschlossen ist, durch Auf- 55 
tragen und Strukturieren eines dritten leitenden Materials 
auf der resultierenden Oberflache des Substrat s einschlieB- 
lich der organischen Schutzschicht. 

In der Zeichnung zeigen: 

Fig, 1 eine vergroBerte Draufsicht, welche den Aufbau ei- 60 
nes Abschnitts eines herkommlichen aktiven Paneels einer 
LCD zeigt; 

Fig. 2a bis 2f Schnittansichten entlang der Linie II-II aus 
Fig. 1 wahrend der Herstellungsschritte eines herkommli- 
chen aktiven Paneels einer LCD; 65 

Fig. 3a eine Schnittansicht entlang der Linie II-II aus Fig. 
1, welche den Aufbau eines Abschnitts eines herkommli- 
chen aktiven Paneels einer LCD zeigt; 
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Fig. 3b eine vergroBerte Schnittansicht, welche Leitungs- 
unterbrechungen in Bereichen des in Fig. 3a gezeigten, her- 
kommlichen aktiven Paneels zeigt; 

Fig. 4 eine vergroBerte Draufsicht, welche den Aufbau ei- 
nes Abschnitts eines aktiven Paneels einer LCD gemaB ei- 
ner bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung zeigt; 

Fig. 5a bis 5f Schnittansichten entlang der Linie V-V aus 
Fig. 4 wahrend der Herstellungsschritte eines aktiven Pa- 
neels einer LCD gemaB einer bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung; 

Fig. 6a eine Schnittansicht endang der Linie V-V aus Fig. 
4, welche den Aufbau eines Bereichs eines aktiven Paneels 
einer LCD gemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Erfindung zeigt; 

Fig. 6b eine vergroBerte Schnittansicht, welche den Auf- 
bau eines Bereichs des in Fig. 6a gezeigten aktiven Paneels 
einer LCD gemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform der 
Erfindung zeigt, bei welchem Leitungsunterbrechungen eli- 
miniert wurden: 

Fig. 7a bis 7c Schnittansichten entlang Linie V-V aus Fig. 
4, wahrend der Herstellungsschritte eines aktiven Paneels 
einer LCD gemaB einer anderen bevorzugten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung, welches eine anoiganische Schutz- 
schicht aufweist; 

Fig. 8a bis 8c Schnittansichten entlang der Linie V-V aus 
Fig. 4 wahrend der Herstellungsschritte eines aktiven Pa- 
neels einer LCD einer weiteren, anderen bevorzugten Aus- 
fiihrungsform der Erfindung, welches eine anorganische 
Schutzschicht aufweist; 

Fig. 9a bis 9c Schnittansichten entlang der Linie V-V aus 
Fig. ^ y#fagR 4i iy fefe eines aktiven Pa- 

neels "S^^XCDemer^iteren, anderen bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung, welches Stickstoffplasmabe- 
handlung aufweist; 

Fig. 10a bis 10c Schnittansichten entlang der Linie V-V 
aus Fig.: 4 wahrend der Herstellungsschritte eines aktiven 
Paneels einer LCD einer weiteren, anderen bevorzugten 
Ausfuhrungsform der Erfindung bei welchem das Gate-Pad 
voLLstandig freigelegt ist. 

Im folgenden wird ein Herstellungsverfahren eines akti- 
ven Paneels gemaB der bevorzugten Ausfuhrungsformen der 
Erfindung beschrieben. 

Ein erstes Metall wird durch Vakuumbedampfen auf ein 
Substrat aufgetragen und strukturiert, um eine Gate-Elek- 
trode, eine Gate-Busleitung und ein Gate-Pad auszubilden. 
Ein erstes Isoliermaterial, ein Halbleitermaterial, ein mit 
Fremdatomen dotiertes Halbleitennaterial und ein zweites 
Metall werden aufeinanderfolgend auf die resultierende 
Oberflache des Substrates einschlieBUch der Gate-Elektrode 
der Gate-Busleitung und des Gate-Pads aufgetragen. Dann 
wird das zweite Metall strukturiert, um eine Source-Elek- 
trode und eine Drain-Elektrode uber der Gate-Elektrode 
auszubilden sowie eine Source-Busleitung und ein Source- 
Pad uber der dotierten Halbleiterschicht auszubilden. Der 
fieiliegende Bereich der dotierten Halbleiterschicht wird 
entfemt, wobei die Source-Elektrode, die Drain-Elektrode, 
die Source-Busleitung und das Source-Pad als Masken ver- 
wendet werden. Die freUiegenden Bereiche der Halbleiter- 
schicht und der ersten Isolierschicht werden entfemt, auBer 
den Bereichen der Halbleiterschicht und der ersten Isolier- 
schicht, welche zwischen der Source-Elektrode und der 
Drain-Elektrode freiliegen. Eine organische Schicht wird 
auf der resultierenden Oberflache des Substrates einschlieB- 
lich der Source-Elektrode, der Drain-Elektrode, der Source- 
Busleitung und des Source-Pads aufgetragen, um eine 
Schutzschicht auszubilden. Die Schutzschicht wird struktu- 
riert, um Kontaktausnehmungen iiber der Drain-Elektrode, 
dem Gate-Pad und dem Source-Pad auszubilden. Ein trans- 
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parentes, leitendes Material wird durch Vakuumbedampfen 
auf der resultierenden Oberflache des Substrats, einschlieB- 
lich der Schutzschicht aufgetragen und strukturiert, um eine 
Pixel-Elektrode iiber der Drain-Elektrode, einen Gate-Pad- 
AnschluB iiber deni Gale-Pad und einen Source-Pad-An- 5 
schluB uber dem Source-Pad auszubilden. 

Fig, 4 zeigt eine vergroBerte Draufsicht, welche den Auf- 
bau eines Abschnitts eines aktiven Paneels einer LCD ge- 
maB einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfindung 
zeigt; 10 

Fig. 5a bis 5f zeigen Schnittansichten entlang der Linie V- 
V aus Fig. 4 wahrend der Herstellungsschritte eines aktiven 
Paneels einer LCD gemaB einer bevorzugten Ausfiihrungs- 
form der Erfindung. 

15 

Bei spiel 1 

Ein erstes. Aluminium aufweisendes Metall wird durch 
Vakuumbedampfen auf ein Substrat 111 aufgetragen und in 
einem ersten Maskierungsschritt strukturiert, um eine Gate- 20 
Elektrode 113, eine Gate-Busleitung 115 und ein Gate-Pad 
117 auszubilden. Die Gate-Elektrode 113 ist in einem Eck- 
bereich einer Pixel-Elektrode ausgebildet. Die Pixel-Elek- 
troden sind zu einer Matrix angeordnet. Die Gate-Buslei- 
tung 115 ist an die in Zeilenrichtung ausgebildeten Gate- 25 
Elektroden 113 angeschlossen. Das Gate-Pad 117 ist an ei- 
nem Ende der Gate-Busleitung 115 ausgebildet, welches an 
einen AnschluB einer externen Treibereinheit angeschlossen 
ist (Fig, 5a). 

Ein anorganisches IsoUermaterial 119a, wie Siliziumni- 30 
trid Oder Siliziumoxid, ein intrihsisches Halbleitermaterial 
121a, wie amorphes Silizium, ein mit Fremdatomen dotier- 
tes Halbleitermaterial 123a, wie. mit Fremdatomen dotiertes 
SiUzium, und ein zweites Metall, welches Chrom aufweist, 
werden aufeinanderfolgend aUf der resultierenden Oberfla- 35 
che des Substrats einschlieB lich der Gate-Elektrode 113, der 
Gate-Busleitung 115 und des Gate-Pads 117 aufgetragen. 
Das zweite Metall wird strukturiert, um eine Source-Elek- 
trode 113, eine Source-Busleitung 135 und ein Source-Pad 
137 in einem zweilen Maskierungsschritt auszubilden. Die 40 
Source-Elektrode 133 iiberlappt einen Abschnitt der Gate- 
Elektrode 113, wobei das Halbleitermaterial 121a, das mit 
Fremdatomen dotierte Halbleitermaterial 123a, und das an- 
organische IsoUermaterial 119a dazwischen ausgebildet ist. 
Die Drain-Elektrode 143 ist von der Source-Elektrode 133 45 
getrennt und iiberlappt einen anderen Abschnitt der Gate- 
Elektrode 113, wobei das Halbleitermaterial 121a, das init 
Fremdatomen dotierte Halbleitermaterial 123a, und das an- 
organische Isoliennaterial 119a dazwischen ausgebildet ist. 
Die Source-Busleitung 135 ist an die in Spaltenrichtung aus- 50 
gebildeten Source-Elektroden 133 angeschlossen. Das 
Source-Pad 137 ist an einem Bnde der Source-Busleitung 
135 ausgebildet (Fig. 5b). 

Der freiliegende Bereich des mit Fremdatomen dotierten 
Halbleitermaterials 123a wird durch ein Trockenatzverfah- 55 
ren entfemt, um eine mit Fremdatomen dotierte Halbleiter- 
schicht 123 auszubilden (Fig. 5c). 

In einem dritten Maskierungsschritt werden das anorgani- 
sche IsoUermaterial 119a und das intrinsische Halbleitenna- 
terial 121a strukturiert, um uber der Gate-Elektrode 113 eine 60 
Halbleiterschicht 121 als Kanalschicht und eine erste Iso- 
Uerschicht 119 auszubilden. Gleichzeitig wird das Gate-l'ad 
117 voUstandig freigelegt. Unter dem Source-Pad 137 ver- 
bleibt eine Dummy-Diinnfilmschicht aus dem mit Fremd- 
atomen dotierten Halbleitermaterial 123a und dem Halblei- 65 
termaterial 121a (Fig. 5d). 

Ein organisches Material wie bevorzugt BCB (Benzozy- 
klobuten), PFCB (Perfluorozyklobutan) oder fluoriertes d- 
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Paraxylol wird auf der Oberflache des Substrats 111, ein- 
schUeBlich der Source-Elektrode 133, der Drain-Elektrode 
143, der Source-Busleitung 135 und des Source-Pads 137 
aufgetragen, um eine oiganische Schutzschicht 139 auszu- 
bilden. In einem viertcn Maskierungsschritt wird die oigani- 
sche Schutzschicht 139 strukturiert, um ein Drain-Kontakt- 
loch 161, ein Gate-Pad-Kontakdoch 163 und ein Source- 
Pad- Kontaktloch 165 auszubilden. Das Drain-Kontaktloch 
wird durch Entfemen des die Drain-Elektrode 143 bedek- 
kenden Bereichs der organischen Schutzschicht 139 ausge- 
bildet, um die Drain-Elektrode 143 freizulegen. Das Gate- 
Pad-Kontaktloch 163 wird durch Entfemen des das Gate- 
Pad 117 bedeckenden Bereichs der organischen Schutz- 
schicht 139 ausgebildet, um das Gate-Pad 117 freizulegen. 
Das Source-Pad-Kontaktloch 165 wird durch Entfemen des 
das Source- Pad 137 bedeckenden Bereichs der organischen 
Schutzschicht 139 ausgebildet, um das Source-Pad 137 frei- 
zulegen (Fig. 5e). 

Indiumzinnoxid wird durch Vakuumbedampfen auf der 
resultierenden Oberflache des Substrats, einschUeBUch der 
Schutzschicht 139 aufgetragen und in einem funften Mas- 
kierungsschritt strukturiert, um eine Pixel-Elektrode 153, ei- 
nen Gate-Pad-AnschluB 157 und einen Source-Pad-An- 
schluB 177 auszubilden. Die Pixel-Elektrode 153 ist durch- 
das Drain-Kontaktloch 161 hindurch an die Drain-Elektrode 
143 angeschlossen. Der Gate-Pad- AnschluB 157 ist durch 
das Gate-Pad-Kontaktloch 163 hindurch an das Gate-Pad 
117 angeschlossen. Der Source-Pad- AnschluB 177 ist durch 
das Source-Pad-Kontaktloch 165 hindurch an das Source- 
Pad 137 angeschlossen (Fig, 5f). 

Beim Entfemen der Bereiche der Halbleiterschicht 121a 
und der Gate-IsoUerschicht 119a durch Abatzen wie im drit- 
ten Maskierungsschritt diescr bevorzugten Ausfiihrungs- 
form treten Einkerbungen der Schichten unterhalb der Me- 
tallschicht an Stellen wie unter der Source-Elektrode 133, 
der Drain-Elektrode 143 und dem Source-Pad 137 auf, weil 
NaBatzverfahren verwendet werden. Dies verursacht ein ge- 
stuftes Profil und Leitungsunterbrechungen konnen durch 
den eingekerbten Bereich verursacht werden, wenn die ge- 
stufte Oberflache beschichtet wird. 

Jedoch wird gemaB eines Merkmals der bevorzugten 
Ausfiihrungsform der Erfindung eine glatte Oberflache auf 
dem Substrat ausgebildet, wenn ein organisches IsoUerma- 
terial wie BCB, PFCB und fluoriertes d- Paraxylol aufgetra- 
gen wird, um eine organische Schutzschicht 139 auszubil- 
den, wodurch das Auftreten eines gestuften Profits vermie- 
den wird. Durch die neue Schutzschicht 139 treten in den 
folgenden Schichten, einschUeBUch der Pixel-Elektrode 153 
und der Pad-Anschliisse 157 und 177 keine in Defckte resul- 
tierenden Leitungsunterbrechungen auf (Fig, 6a und 6b). 

Beispiel 2 

GemaB Beispiel 1 beruhrt die Halbleiterschicht 121 die 
bevorzugt aus BCB, PFCB oder fluoriertem d-Paraxylol 
hergesteUte Schutzschicht 139 (Fig. 5f). In diesem FaU kann 
die Instabilitat des Ubergangs zwischen dem organischen 
Material 139 und der Halbleiterschicht 121 die Leistung des 
die Halbleiterschicht aufweiscnden TFT beeinflusscn. 

Um dieses Problem zu vermeiden wird folgendes Verfah- 
ren vorgesteUt Die Herstellungsschritte sind in den Fig. 7a 
bis 7c beschrieben, wobei die vorhergehenden Schritte be- 
vorzugt die bis zu dem aus Fig, 5d ersichtlichen Schritt iden- 
tischen Schritte des Beispiels 1 sind. 

Nachdem wahrend des zweiten Maskierungsschrittes aus 
Beispiel 1 die Source-Elektrode 133, die Drain-Elektrode 
143 und das Source-Pad 137 ausgebildet worden sind (Fig. 
5d), werden die anorganische Isolierschicht 119a, wie SiUzi- 
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utnnitrid oder Siliziumoxid, und die intrinsische Halbieiter- 
schicht 121a in einem dritten Maskierungsschritt struktu- 
riert, um iiber der Gate-Elektrode 113 eine Halbleiterschicht. 
121 als Kanalschicht und eine erste Isolierschicht 119 aus- 
zubildcn. Gleichzeitig wird das Gate-Pad 117 vollstandig 5 
freigelegt. Unter dem Source-Pad 137 verbleibt eine 
Dummy-Dunnfihnschicht aus dem mit Fremdatomen dotier- 
ten Halbleitermaterial 123a und dem Halbleitermaterial 
121a (Fig. 7a). 

Dann wird ein anorganisches Isoliermaterial, wie Silizi- lO 
umnitrid oder Siliziumoxid, durch Vakuumbedampfen auf 
die resultierende Oberflachc des Subsurates aufzutragen, um 
eine anorganische Schutzschicht 239 auszubilden. Ein orga- 
nisches Material, wie BCB, PFCB und fluoriertes d-Parax- 
ylol wird auf der resultierenden Oberflache des Substrates 15 
einschlieBlich der anorganischen Schutzschicht 239 aufge- 
tragen, um eine organische Schutzschicht 139 auszubilden. 
Dann werden in einem vierten Maskierungsschritt die orga- 
nische Schutzschicht 139 und die anoiganische Schutz- 
schicht 239 strukturiert, um ein Drain-Kontaktloch 161, ein 20 
Gate-Pad- Kontaktloch 163 und ein Source-Pad- Kontaktloch 
165 auszubilden. Das Drain-Kontakdoch 161 wird durch 
Entfemen der die Drain-Elektrode 143 bedeckenden Berei- 
che der organischen Schutzschicht 139 und der anorgani- 
schen Schutzschicht 239 ausgebildet, um einen Bereich der 25 
Drain-Elektrode 143 freizulegen. Das Gate-Pad-Kontakt- 
loch 163 wird durch Entfemen der das Gate-Pad 117 bedek- 
kenden Bereiche der organischen Schutzschicht 139 und der 
anorganischen Schutzschicht 239 ausgebildet, um einen Be- 
reich des Gate-Pads 117 freizulegen. Das Source-Pad-Kon- 30 
t^ktl o gh 1 65 w i rd durch Entfemen der das Source-Pad 137 
■ bedSkeh de n Bereiche der organischen Schutzschicht 139 
und der anorganischen Schutzschicht 239 ausgebildet, uni 
einen Bereich des Source-Pads 137 freizulegen (Fig. 7b). 

Dann wird Indiumzinnoxid durch Vakuumbedampfen auf 35 
die resultierende Oberflache des Substrats, einschlieBUch 
der organischen Schutzschicht 139 aufgetragen und in ei- 
nem fiinften Maskierungsschritt strukturiert, um eine Pixel- 
ElekUxDde 153, einen Gate-Pad-AnschluB 157 und einen 
Source-Pad- AnschluB 177 auszubilden. Die Pixel-Elektrode 40 
153 ist durch das Drain-Kontaktloch 161 hindurch an die 
Drain-Elektrode 143 angeschlossen, Der Gate-Pad-An- 
schluB 157 ist durch das Gate-Pad- Kontaktloch 163 hin- 
durch an das Gate-Pad 117 angeschlossen. Der Source-Pad- 
AnschluB 177 ist durch das Source-Pad- Kontaktloch 165 an 45 
das Source-Pad 137 angeschlossen (Fig. 7c). 

Bei spiel 3 

Vor dem Ausbilden einer bevorzugt aus BCB, PFCB oder 50 
fluoriertem d-Paraxylol hergestellten organischen Schutz- 
schicht 139, wie in Beispiel 2, kann eine anorganische 
Schutzschicht 239 aus Siliziumnitrid oder Siliziumoxid aus- 
gebildet werden, welche lediglich den freiliegenden Bereich 
der Halbleiterschicht 121 so wie Bereiche der Source-Elek- 55 
troden 133 und der Drain-Elektroden 143 bedeckt. Bezogen 
auf die Fig. 8a bis 8c wird ein, auf den in Fig. 5d gezeigten 
Herstellungsschritt des Beispiels 1 folgendes Verfahren be- 
schrieben. 

Wahrend eines dritten Maskierungsschrittes werden das 60 
anoiganische Isoliermaterial 119a, welches Siliziumnitrid 
Oder Siliziumoxid aufweist, und das intrinsische Halbleiter- 
material 121a strukturiert, um iiber der Gate-Elektrode 113 
eine Halbleiterschicht 121 als Kanalschicht und eine erste 
Isolierschicht 119 auszubilden (Fig. 5d). Dann wird ein an- 65 
organisches Material, welches Siliziumnitrid oder Silizium- 
oxid aufweist, durch Vakuumbedampfen auf der gesamten 
resultierenden Oberflache des Substrats aufgetragen. Wah- 
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rend eines vierten Maskierungsschrittes wird die anorgani- 
sche Schicht strukturiert, um eine anorganische Schutz- 
schicht 239 auszubilden, welche lediglich den zwischen der 
Source-Elektrode 133 und der Drain-Elektrode 143 freilie- 
genden Bereich der Halbleiterschicht 121 sowie Bereiche 
der Source-Elektrode 133 und der Drain-Elektrode 143 be- 
deckt, welche an den freiliegenden Bereich der Halbleiter- 
schicht 121 angrenzen (Fig, 8a). 

Ein organisches Isoliermaterial, wie bevorzugt BCB, 
PFCB oder fluoriertes d-Paraxylol, wird auf der resultieren- 
den Oberflache des Substrates einschlieBlich der Source- 
Elektrode und der Drain-Elektrode sowie der anorganischen 
Schutzschicht 239 aufgetragen, um eine organische Schutz- 
schicht 139 auszubilden. Wahrend eines funften Maskie- 
rungsschrittes wird die organische Schutzschicht 139 struk- 
turiert, um ein Drain-Kontaktloch 161, ein Gate-Pad-Kon- 
taktioch 163 und ein Source-Pad-Kontaktloch 165 auszubil- 
den (Fig. 8b). 

Indiumzinnoxid wird durch '^kuumbedampfen auf die 
resultierende Oberflache des Substrats, einschlieBlich der 
organischen Schutzschicht 139 aufgetragen und in einem 
sechsten Maskierungsschritt strukturiert, um eine Pixel- 
Elektrode 153, einen Gate-Pad- AnschluB 157 und einen 
Source-Pad- AnschluB 177 auszubilden (Fig. 8c). 

Beispiel 4 

Das folgende Beispiel sieht eine andere Methode zum 
EUminieren des instabilden Ubergangs zwischen der Halb- 
leiterschicht 121 und der bevorzugt aus BCB, PFCB oder 
fluoriertem d-Paraxylol hergestellten organischen Schutz- 
schicht 139 vor. Bei Beispiel 1 werden wahrend eines dritten 
Maskierungsschrittes das anorganische IsoUermaterial 119a, 
welches Siliziumnitrid oder Siliziumoxid aufweist, und das 
intrinsische Halbleitermaterial 121a strukturiert, um iiber 
der Gate-Elektrode 113 eine Halbleiterschicht 121 als Ka- 
nalschicht und eine erste Isolierschicht 119 auszubilden. 
Gleichzeitig wird das Gate-Pad 117 vollstandig freigelegt 
(Fig. 5d). Dann wird die Oberflache der zwischen der 
Source-Elektrode 133 und der Drain-Elektrode 143 freilie- 
genden Halbleiterschicht 121 mit Stickstoffgas plasmabe- 
handelt, um eine Siliziunmitrid-Schicht 339 auf der Oberfla- 
che der Halbleiterschicht 121 auszubilden, welche einen sta- 
bilen Ubergang zu dem darauf aufzutragenden, organischen 
Material schafft (Fig. 9a bis 9c). 

Ein organisches Isoliermaterial, wie BCB, PFCB oder 
fluoriertes d-Paraxylol wird auf der resultierenden Oberfla- 
che des Substrats, einschlieBlich der Source-Elektrode 133 
und der Drain-Elektrode 143 aufgebracht, um eine organi- 
sche Schutzschicht 139 auszubilden. Wahrend eines vierten 
Maskierungsschrittes wird die organische Schutzschicht 
139 strukturiert, um ein Drain-Kontaktloch 161, ein Gate- 
Pad-Kontaktloch 163, und ein Source-Pad-Kontaktloch 165 
auszubilden. Das Drain-Kontaktloch 161 legt einen Bereich 
der Drain-Elektrode 143 frei, wobei der die Drain-Elektrode 
143 bedeckende Bereich der organischen Schutzschicht 139 
entfemt wird. Das Gate-Pad-Kontaktloch 163 legt einen Be- 
reich des Gate-Pads frei, wobei der das Gate-Pad 117 bedek- 
kende Bereich der organischen Schutzschicht 139 entfemt 
wird. Das Source-Pad-Kontaktloch 165 legt einen Bereich 
des Source-Pads 137 frei, wobei der das Source-Pad 137 be- 
deckende Bereich der organischen Schutzschicht 139 ent- 
femt wird (Fig. 9b). 

Indiumzinnoxid wird auf der resultierenden Oberflache 
des Substrats, einschlieBlich der organischen Schutzschicht 
139 aufgetragen und w^rend eines funften Maskierungs- 
schrittes strukturiert, um eine Pixel-Elektrode 153, einen 
Gate-Pad-AnschluB 157 und einen Source-Pad-AnschluB 
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177 auszubilden. Die Pixel-Eiektrode 153 ist durch das 
Drain-Kontaktloch 161 hindurch an die Drain-Elektrode 
143 angeschlossen. Der Gate-Pad-AnschluB 157 ist durch 
das Gate-Pad-Kontakdoch 163 hindurch an das Gate-Pad 
117 angeschlossen. Der Source-Pad-AnschluB 177 ist durch 5 
das Source-Pad- Kontaktloch 165 hindurch an das Source- 
Pad 137 angeschlossen (Fig. 9c). 

Bei spiel 5 

10 

Bei dem folgenden Beispiel kann, verglichen mit Beispiel 
1, das Gate-Pad 117, ohne Ausbilden eines Gate-Pad-Kon- 
taktlochs, vollstandig freigelegt werden wahrend die das 
Gate-Pad 117 bedeckende organische Schutzschicht 139 
strukturiert wird. Leitungsunterbrechungen des Gate-Pad- 15 
Anschlusses 157, welche durch ineffektives Auftragen des 
Indiumzinnoxids entlang der Wand des Gate-Pad- Kontakt- 
lochs hervorgerufen werden, konnen vermieden werden. 
Dieses Beispiel wird, bezogen auf die Fig. lOa bis lOc, dein 
in Fig. 5c gezeigten Herstellungsschritt aus Beispiel 1 nach- 20 
folgend, beschrieben. 

Nachdem, wahrend des zweiten Maskierungsschrittes aus 
Beispiel 1 (Fig. 5c) die Source-Elektrode 133, die Drain- 
Elektrode 143 und das Source-Pad 137 ausgebildet wurden, 
werden das anorganische Isoliermaterial 119a, wie Silizium- 25 
nitrid oder Siliziumoxid, und das intrinsische Halbleiterma- 
terial 121a wahrend eines dritten Maskierungsschrittes 
strukturiert, um uber der Gate-Elektrode 113 eine Halblei- 
terschicht 121 als Kanalschicht und eine erste Isolierschicht 
119 auszubilden. Gleichzeitig wird das Gate-Pad 117 voU- 30 
standig freigelegt. Unter dem Source-Pad 137 verbleibt eine 
Dummy-Dunnfilmschicht des mit Fremdatomen dotierten 
Halbleitermaterials 123a und des Halbleitermaterials 121a 
(Fig. 10a). .'. 

Ein organisches Isoliermaterial, wie bevorzugt BCB, 35 
PFCB Oder flupriertes d-Paraxylol, wird auf der resultieren- 
den Oberflache des Substrats, einschlieBlich der Source- 
Elektrode 133 aufgetragen, um eine organische Schutz- 
schicht 139 auszubilden. Wahrend eines vierten Maskie- 
rungsschrittes wird die organische Schutzschicht 139 sLruk- 40 
turiert, um ein Drain-Kontaktloch 161 und ein Source-Pad- 
Kontaktloch 165 auszubilden. Das Drain-Kontaktloch 161 
legt einen Bereich der Drain-Elektrode 143 frei, wobei der 
die Drain-Elektrode 143 bedeckende Bereich der organi- 
schen Schutzschicht 139 entfemt wird. Das Source-Pad- 45 
Kontaktloch 165 legt einen Bereich des Source-Pads 137 
frei, wobei der das Source-Pad 137 bedeckende Bereich der 
organischen Schutzschicht 139 entfemt wird. Gleichzeitig 
wird das Gale-Pad freigelegt, wobei die das Gate-Pad 117 
bedeckende organische Schutzschicht 139 entfemt wird 50 
(Fig. 10b). 

Indiumzinnoxid wird durch Vakuumbedampfen auf der 
resultierenden Oberflache des Substrats, einschlieBlich der 
organischen Schutzschicht 139 aufgetragen und wahrend ei- 
nes funften Maskierungsschrittes strukturiert, um eine Pi- 55 
xel-Elektrode 153, einen Gate-Pad-AnschluB 157 und einen 
Source-Pad- AnschluB 177 auszubilden. Die Pixel-Elektrode 
153 ist durch das Drain-Kontaktloch 161 hindurch an die 
Drain-Elektrode 143 angeschlossen. Der Gate-Pad-An- 
schluB ist an das Gate-Pad 117 angeschlossen, ohne daB, wie 60 
bei den vorhergehenden Beispielen, ein Gate-Pad-Kontakt- 
loch ausgebildet wird. Der Source-Pad-AnschluB 177 ist 
durch das Source-Pad-Kontaktloch 165 hindurch an das 
Source-Pad 137 angeschlossen (Fig. lOc). 

Obwohl nicht in geU-ennten Beispielen erwahnt, kann die- 65 
ses Verfahren gemaB der Erfindung auch auf die Ausfiih- 
rungsformen der Beispiele 2 bis 4 zum Herstellen eines ak- 
tiven Paneels angewendet werden. 
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Beispiel 5 beschreibt den Fall, bei welchem das Gate-Pad 
durch Entfernen der organischen Schutzschicht freigelegt 
wird, so daB kein Gate-Pad-Kontaktloch erforderlich ist. 
Diese Lehre kann auch auf das Source-Pad oder auf das 
Source-Pad und das Gate-Pad angewendet werden. 

Patentanspriiche 

1. Herstellungs verfahren fiir ein aktives Paneel einer 
LCD, welches folgende Schritte aufweist: 
Ausbilden einer ersten leitenden Schicht auf einem 
Substrat (111); 

aufeinanderfolgendes Ausbilden einer Isolierschicht 
(119a), einer intrinsischen Halbleiterschicht (121a), 
und einer dotierten Halbleiterschicht (123a) auf der re- 
sultierenden Oberflache des Substrats (111); 
Ausbilden einer zweiten leitenden Schicht auf der do- 
tierten Halbleiterschicht (123a); 

Entfernen der freiliegenden Bereiche der dotierten 
Halbleiterschicht (123a); 

Strukturieren der Isoherschicht (119a) und der intrinsi- 
schen Halbleiterschicht (121a), um einen Bereich der 
ersten leitenden Schicht und einen Bereich des Sub- 
strats (111) freizulegen; 

Ausbilden einer organischen Schutzschicht (139) auf 
der resultierenden Oberflache des Substrats (lU); und 
Ausbilden einer dritten leitenden Schicht, welche an ei- 
nen Bereich der ersten leitenden Schicht und an einen 
Bereich der zweiten leitenden Schicht angeschlossen 
ist, auf der organischen Schutzschicht (139). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt des 
Ausbildens der organischen Schutzschicht (139) den 
Schritt des Beschichtens der zweiten leitenden Schicht 
mit einem organischen Material aufweist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Schritt des 
Ausbildens einer organischen Schutzschicht (139) den 
Schritt des Ausbildens einer Mehrzahl von Kontaktaus- 
nehmungen in der organischen Schutzschicht (139) 
aufweist, welche einen Bereich der ersten leitenden 
Schicht und einen Bereich der zweiten leitenden 
Schicht freilegen, 

4. Verfahren nach Anspruch 3, welches femer den 
Schritt des AnschlieBens der dritten leitenden Schicht 
an einen Bereich der ersten leitenden Schicht und an ei- 
nen Bereich der zweiten leitenden Schicht durch die 
Kontaktausnehmungen hindurch aufweist, welche in 
der organischen Schutzschicht ausgebildet wurden. 

5. Verfahren nach Anspmch 1, welches femer den 
Schritt des Ausbildens einer anorganischen Schutz- 
schicht (239) nach dem Schritt des Ausbildens der do- 
tierten Halbleiterschicht (123a) und der zweiten leiten- 
den Schicht aufweist. 

6. Verfahren nach Anspmch 1, welches femer den 
Schritt des Anwendens einer Plasmabehandlung mit 
Stickstoffgas auf das intrinsische Halbleitermaterial 
(121a) vor dem Schritt des Ausbildens der organischen 
Schutzschicht (139) aufweist. 

7. HersteUungsverfahren fur ein aktives Paneel einer 
LCD, welches folgende Schritte aufweist: 
Ausbilden einer Gate-Elektrode (113), einer Gate-Bus- 
leitung (115) und eines Gate-Pads (117) auf einem Sub- 
strat (111) unter Verwenden eines ersten Metalls; 
Auftragen eines Isoliermaterials (119a) und eines in- 
trinsischen Halbleitermaterials (121a) auf die Gate- 
Elektrode (113), die Gate-Busleitung (115) und das 
Gate-Pad (117); 

Ausbilden einer Source-Elektrode (133), einer Drain- 
Elektrode (143), einer Source-Buslcitung (135), eines 
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Source-Pads (137) und einer dotierten Halbleiter- 
schicht (123) auf der intrinsischen Halbleiterschicht 
(121a); 

Ausbilden einer Halbleiterschicht (121) und einer 
Gate-Isolierschicht (119); und 5 
Ausbilden einer organischen Schutzschicht (139) min- 
destens auf der Source-Elektrode (133). 

8. Verfahren nach Anspruch 7, welches ferner den 
Schritt des Strukturierens der organischen Schutz- 
schicht (139) aufweist, urn einen Bereich der Drain- lO 
Elektrode (143), einen Bereich des Gate-Pads (117) 
und einen Bereich des Source-Pads (137) freizulegcn; 
und 

den Schritt des Ausbildens einer Pixel-Elektrode (153) 
eines Gate-Pad- Anschlusses (157) und eines Source- 15 
Pad-Anschlusses (177) aus einem dritten leitenden Ma- 
terial auf der organischen Schutzschicht (139) auf- 
weist. 

9. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Gate-Pad 
(117) vollstandig freigelegt wird, indem das inirinsi- 20 
sche Halbleitermaterial (121a) und das Isohermaterial 
(119a) entfemt werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 7, welches femer den 
Schritt des Ausbildens einer anorganischen Schutz- 
schicht (239) nach dem Ausbilden der Source-Elek- 25 
trode (133), der Drain-ElekU-ode (143), der Source- 
Busleitung (135), des Source-Pads (137) und der do- 
tierten Halbleiterschicht (123) aufweist. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei die anorgani- 
sche Schutzschicht (139) einen Bereich der Halbleiter- 30 
schicht (121), welcher zwischen der Source-Elektrode 
(133) und der Drain-Elektrode (143) freiliegt, bedek- 
kend ausgebildet ist. 

12. Verfahren nach Anspruch 7, welches femer den 
Schritt des Anwendens von Plasmabehandlung init 35 
Stickstoffgas vor dem Schritt des Ausbildens der orga- 
nischen Schutzschicht (139) aufweist. 

13. Aktives Paneel fur eine LCD, welches aufweist: 
ein Substrat (111); 

eine erste leitende Schicht auf dem Substrat; 40 
eine Isolierschicht (119a) auf der ersten Leitenden 

Schicht; 

eine Halbleiterschicht (121a) auf der Isolierschicht 
(119a); 

eine dotierte Halbleiterschicht (123a) auf der Halblei- 45 
terschicht (121a); 

eine zweite leitende Schicht auf der dotierten Halblei- 
terschicht (123a); 

eine oiganische Schutzschicht (139) auf der zweiten 
leitenden Schicht; und 50 
eine dritte leitende Schicht, welche an die erste leitende 
Schicht und an die zweite leitende Schicht angeschlos- 
sen ist. 

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei die organi- 
sche Schutzschicht (139) eine Mehrzahl von Kontakt- 55 
ausnehmungen aufweist, welche lediglich einen Be- 
reich der zweiten leitenden Schicht und einen Bereich 
der ersten leitenden Schicht freilegen. 

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei die dritte 
leitende Schicht durch die Kontaktausnehmungen der 60 
organischen Schutzschicht (139) hindurch an die erste 
leitende Schicht und an die zweite leitende Schicht an- 
geschlossen ist. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 13, welche femer eine 
anorganische Schutzschicht (239) zwischen der Halb- 65 
leiterschicht (121) und der organischen Schutzschicht 
(139) aufweist. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 13, welche femer eine 



Dunnfilmschicht aus Siliziumnitrid am Ubergang zwi- 
schen der Halbleiterschicht (121) und der organischen 
Schutzschicht (139) aufweist. 

18. Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei die organi- 
sche Schutzschicht (139) mindestens Benzozyklobu- 
ten, Perfluorozyklobutan oder fiuoriertes d-Paraxylol 
aufweist. 

19. Aktives Paneel fiir eine LCD, welches aufweist: 
ein Substrat (111); 

eine Gate-Elektrode (113), eine Gate-Busleitung (115) 
und ein Gate-Pad (117) auf dem Substrat (HI); 
eine Gate-Isolierschicht (119a) auf der Gate-Elektrode 
(113), der Gate-Busleitung (115) und dem Gate-Pad 
(117); 

eine Halbleiterschicht (121a) auf der Gate-Isolier- 
schicht (119a); 

eine dotierte Halbleiterschicht (123a) auf der Halblei- 
terschicht (121a); 

cine Source-Elektrode (133), eine Drain-Elektrode 
(143), eine Source-Busleitung (135) und ein Source- 
Pad (137) auf der dotierten Halbleiterschicht (123a); 
eine organische Schutzschicht (139) auf der Source- 
Elektrode (133) der Drain-Elektrode (143) der Source- 
Busleitung (135) und dem Source-Pad (137), wobei die 
organische Schutzschicht (139) Kontaktausnehmungen 
aufweist, welche einen Bereich der Drain-Elektrode 
(143), einen Bereich des Gate-Pads (117) und einen 
Bereich des Source-Pads (137) freilegen; und 
eine Pixel-Elektrode (153) auf der organischen Schutz- 
schicht (139), welche an die Drain-Elektrode (143) an- 
geschlossen ist, einen Gate-Pad- A nsc hi uB (157), wel- 
cher durch das Gate-Pad-Kontaktloch (163) hindurch 
an das Gate-Pad (117) angeschlossen ist und einen 
Source-Pad-AnschluB (177), welcher an das Source- 
Pad (137) durch das Source-Pad- KontakUoch (165) 
hindurch angeschlossen ist. 

20. Vorrichtung nach Anspruch 19, wobei die Gate- 
Isolierschicht (119a) lediglich die Gate-Elektrode (113) 
und die Gate-Busleitung (115) bedeckt, so daB das 
Gate-Pad (117) ohne darauf angeordneter Gate-Isohcr- 
schicht (119a) freigelegt ist. 

21. Vorrichtung nach Anspruch 19, welche femer eine 
zwischen der Halbleiterschicht (121) und der organi- 
schen Schutzschicht (139) ausgebildete anorganische 
Schutzschicht (239) aufweist. 

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, wobei die anorga- 
nische Schutzschicht (239) den zwischen der Source- 
Elektrode (133) und der Drain-Elektrode (143) freilie- 
genden Bereich der Halbleiterschicht (121) vollstandig 
bedeckt. 

23. Vorrichtung nach Anspruch 19, welche ferner eine 
Dunnfilmschicht aus Siliziumnitrid am Ubergang zwi- 
schen der Halbleiterschicht (121) und der organischen 
Schutzschicht (139) aufweist. 

24. Vorrichtung nach Anspruch 19, wobei die organi- 
sche Schutzschicht (139) mindestens Benzozyklobu- 
ten, Perfluorozyklobutan oder fiuoriertes d-Paraxylol 
aufweist. 
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